













Basic Experiments ori Cryogenic Deuterium Targets 
Kazuo A. Tanaka 
(Received August 6，1992/ Revised Manuscript Received September 10，1992) 
Abstract 
Basic properties of deuterium plasmas釘estudied with 527 nm laser. Shock wave and high energy 
el巴ctronsare experimentally observed and are discussed in terms of preheat. Sources of the hot 
electrons and shock characteristics are discussed. 
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乱 (stimulatedRaman scattering， SRS) 
5)、二電子崩壊不安定性 (Twoplasmon de-
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2% of laser energy is converted 
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強度3.4X 10 14W /cm2の場合、プレヒートのレ
ベルは、 35eVという債が70μm厚のクライオ
ターゲットの場合観測された。このうち15evは
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Fraction of Three Halves Harmonic Emission (%) 
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図8.高速湾子量(入射レーザー光エネル
ギーに対する%)対 3w/2散乱光量。
3w/2光(;1:二電子プラスεマ波崩壊不安定
f生 (TPD)のレベルを示す。高速電子
と1M1の関係から主に高速電子が TPひ
から発生していることを示している。
